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 ベンゾチエノベンゾチオフェン（BTBT）は高移動度と高安定性を示す優れた p型半導体材

料として注目を集めている[1]．BTBT 誘導体を電子アクセプター材料と組み合わせた電荷移

動錯体も半導体として振る舞い，その薄膜・単結晶トランジスタは高移動度かつ熱・大気安

定な n 型動作を示す[2]．一方で，無機アニオンとの電荷移動塩は金属的に振る舞い，高い電

気伝導度と熱電性能を示す[3]．しかしながら，この塩は一次元不安定性を抱えているため，

低温で不連続な電気抵抗ジャンプを経由して絶縁化する．そこで，次元性向上による BTBT

塩の金属相安定化を狙い，水素結合相互作用を導入することで分子配列の制御を検討した．

我々の研究室で開発したカテコール縮合型テトラチアフルバレン（Cat-TTF）誘導体からなる

水素結合型有機伝導体[4]についての系拡張を同時に検討するために，カテコール部位を有す

る新規 BTBT 誘導体（BTBT(OH)2）を設計した． 

 合成したBTBT(OH)2を電解酸化し，OH基とアニオンとの

水素結合の効果で擬一次元配列を有する有機伝導体

β-[BTBT(OH)2]2ClO4を開発した．電気抵抗率は室温から金

属的に振る舞い，電子構造の次元性向上により抵抗ジャン

プは抑制された（図1）．60 K付近で金属―絶縁体転移を

生じるが，静磁化率は2 KまでPauli常磁性を示し，その基

底状態に興味がもたれる．本発表では，放射光を用いた低

温結晶構造解析（~4 K），Raman分光測定，ESR測定の結

果とあわせて基底状態について考察したので，その詳細を

報告する． 
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Fig. 1  The temperature dependence of 

the resistivity of β-[BTBT(OH)2]2ClO4. 
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